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La présente invention concerne un procédé de
montage d'une diode de protection sur une structure de
diodesphotovoltaiquesmultijonctions verticales et une cel-
lule photovoltaique obtenue Par ce procédeé.

La figure 1 représente schématiquement un montage
classique de cellule solaire. Un ensemble de diodes photo-
voltaiques en série 1 débite sur une batterie d'accumulateurs
2 servant de batterie tampon pour permettre de continuer 3
fournir de 1l'énergie quand les cellules solaires 1 ne sont
pas &éclairées. Il est en outre nécessaire de pPrévoir une
diode de protection 3 pour que, quand les diodes photovol-
taiques 1 ne sont pas éclairées, la batterie 2 ne se décharge
pas par ces diodes.

Dans la pratique, on distingue deux grands groupes
de cellules solaires, les cellules solaires fonctionnant en
lumi&re normale et les cellules solaires fonctionnant en
lumi&re concentrée. Parmi ces derni&res, on s'intéressera ici
plus particulidrement aux cellules multijonctions verticales
d& éclairage latéral, qui sont par exemple décrites dans
1l'article de B.L. Sater et al.paru dans l'ouvrage intitulé
Solar Cells &dité par C.E. Backus aux I.EE.E Press en 1976.

On va rappeler rapidement en relation avec les
figures 2, 3, et 4 1a structure de telles diodes i multi-
jonctions verticales. Cette structure est fabriquée 3 partir
de plaquettes de silicium 10 comprenant un substrat 11 a
faible niveau de dopage revétu sur chacune de ses faces
d'une couche de type de conductivité Opposé (respectivement
P et N 12 et 13).

Comme le représente €galement en vue de cdté la
figure 3 un grand nombre de plaquettes 10 est ensuite empilé
et ces plaquettes sont fixées les unes aux autres par alliage
métallique. Comme le représente la vue de dessus de la figure
4, cet empilage de plaquettes est ensuite découpé par éxemple
a8 la scie, selon les lignes désignées par les références 20
et 21. On obtient ainsi un ensemble de barrettes ou cellules
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€lémentaires 3 multijonctions verticales qui peut é&tre
utilis@& en lumiére concentrée par €clairage latéral. En-
suite, &tant donné que la hauteur de l'empilage, gqui peut
&tre relativement &levée et comprendre plus de 100 plaquet-
tes, est néanmoins limité&e, on peut vouloir monter en

série ou en paralléle, un ensemble de cellules élémentaires
telles que celles obtenues 3 la suite de 1'opération décrite
en relation avec la figure 4.

La cellule &lémentaire ou l'ensemble de cellules
€lémentaires monté& en série ou en paralléle correspond a
l'ensemble 1 représenté en figure 1. Il s'agit alors de
connecter 3 cet ensemble ia diode 3 ce qui, de facon clas-
sique, est fait par une connexion externe dans les disposi~-
tifs de l1'art antérieur. En outre, dans le cas oi plusieurs
cellule§ élé&mentaires sont montés én paralléle, si on veut
éviter des risques de décharge d'un ensemble de cellules
dans un autre au cas ol 1'un de ces ensembles &lé&mentaires

" ne serait pas éclairé convenablement, il convient de dis-

poser des diodes en inverse telle que la diode 3 en série
avec éhaque cellule &lé&mentaire avant de les monter en
paralléle, ce qui complique considérablement les opérations
de montage.

Ainsi, un objet de la présehte invention est de
prévoir un procédé de montage d'une diode de protection en
inverse sur une struéture de cellule photovoltaique i
multijonctions verticales qui.simplifie le mode de montage
et évite 3 1l'utilisateur toute erreur &éventuelle de montage}

Pour atteindre cet objet ainsi que d'autres, la
présente invention prévoit un procédé de montage d'une
diode de protection sur une structure de diodesphotovol—_
tafquesnmltijonctipns verticales consistant & empiler des
plaquettes de diodes photovoltafques de méme orientation,

8 les solidariser entre elles, et & découper cet empilage
en barrettes perpendiculairement & la direction des pla-

quettes, comprenant en outre, avant 1'étape de découpe de
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l'empilage, une &tape consistant i disposer sur 1l'empile-
ment une plaquette de diode de polarité inverse de celle
des autres diodes et & solidariser cette diode de 1'empi-
lement. Une plaquette conductrice peut &tre insérée en
série entre l'empilement de diodes photovoltaiques et

la diode en inverse. Cette plaquette conductrice peut
8tre une plaquette de silicium fortement dopée. La pla-
quette de diode montée en inverse peut &tre identique
aux autres plaquettes de l'empilement et en différer
seulement par son orientation. '

Ainsi, la présente invention concerne une cellule
photovoltaique intégrée sous forme d'une barrette compre-
nant un empilement de diodes photovoltaiques de méme pola-
rité comprenant en outre une diode en inverse solidaire
des autres diodes.

Les figures 1 &8 4 ont déja été décrites précédem-
ment et &taient destinées 3 exposer le contexte dans lequel
s'insére la présente invention.

La figure 5 illustre de fagon trés schématique un
mode de réalisation de la présente invention.

La figure 5 représente en coupe un empilement de
diodes 10 tel que l'empilement d&j3 représenté en figure 3.
En plus de cet empilement, est prévue une plaquette de
diode supplémentaire fixée & l'empilement 10 avec une
polarité inverse de celle des autres diodes constituant
l'empilement. Ensuite, l'empilement des plaguettes est
découpé de la mani&re exposée précédemment en relation
avec la figure 4 et 1l'on obtient donc une diode de protec-
tion intégrée avec une cellule de diodes photovoltaiques
multijonctions verticales élémentaires.

Comme le représente également la figure 5, la
diode 30 peut étre fix&e 3 l'empilement de diodes 10 par
1l'intermédiaire d'une plaquette intercalaire 31 d'épais-
seur nettement supérieure 3 1l'épaisseur des intercalaires
utilisésentre les diodes élémentaires 10 pour les fixer
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les unes aux autres. Cette plaquette intercalaire doit
€tre en un mat@riau conducteur et peut par exemple &tre
constituée d'une plaquette de silicium fortement dopée.
Ainsi, en utilisation, on pourré éventuellement disposer -
1'ensemble illustré en figure 5 de fagon que les jonctions
de la diode 30 ne soient pas éclairées, ce Qui permet de
réduire l&gérement la chute de tension provoquée par cette
diode.

La diode 30 peut'étre du méme type que les autres
diodes de la cellule multijonctions verticales ou bien &tre
fabriquée séparément pour optimiser ses caractéristiques
de chute de tension en direct et de fuite en inverse.

La présente invention n'est pas limitée aux modes
de réalisation qui ont ét& explicitement décrits ci-dessus;
mais en comprend les diverses variantes et généralisations
incluses dans le domaine des revendications ci-aprés.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de montage d'une diode de protection
sur une structure de cellules photovoltaiques multijonc-

=~

tions verticales consistant 3 empiler des plaquettes de
diodes photovoltalques de méme orientation, i les solida-
riser entre elles, et i les découper en barrettes perpen-
diculaires & la direction des plaquettes, caractérisé en
ce qu'il comprend, avant 1'étape de découpe, une &tape
consistant & disposer sur l'empilement une plaguette de
diode de polarité inverse de celles des autres diodes, et
d solidariser cette diode de l'empilement.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé
en ce qu'il comprend 1l'é&tape consistant 3 insérer une pla-
quette conductrice entre l'empilement de diodes photovol-
tafques et la diode en inverse.

3. Procédé selon la revendication 2 caractérisé
en ce que la plaquette conductrice est une plaguette de
silicium fortement dopée.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 & 3 caractérisé en ce que 1la plaquette de diodes
en inverse est identique aux autres plaquettes de 1'empilement.

5. Cellule photovoltaique intégrée du type 3
multijonctions verticales sous forme d'une barrette compre-~
nant un empilement de diodes photovoltaiques, caractérisée
en ce qu'elle comprend en outre une diode en inverse soli-

daire des autres diodes.
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